R3 ELEKTRICKY PROUD V POLOVODICICH

R3.1 Zaklady technologie vyroby polovodicovych soucastek

V soucasnosti se jako zakladni materidl pro vyrobu polovodi¢ovych soucastek
pouziva kfemik. Chemicky prvek kiemik je sice hlavni slozkou zemské kury,
ale jeho pfiprava pro potieby elektro-
niky neni snadnd. Vyskytuje se totiZ ve

slouceninach

naroénym technologickym postupem.
Pfi ném jsou jednak odstranény piimési

a Cisty kifemik se vyrabi

vSech ostatnich prvkd, jednak je tfeba
ziskat monokrystal s dokonalou vnitini

strukturou. Monokrystaly velkych rozmér (obr. R3-1) se feZou na tenké
desticky, a ty jsou zakladem pro vyrobu polovodicovych soucastek.

Jako priklad technologie, ktera se pouziva k vyrobé€ napf. tranzistord, popi-
Seme tzv. plandrni technologii. Jeji nazev plyne z toho, Ze vSechny postupy,
jimiz se vytvareji v kifemiku oblasti s riznym typem vodivosti, umoziuji
pripojeni k vnitini struktuie soucastky na jeji horni plose. Pfehledné je postup

vyroby tranzistoru znazornén na obr. R3-2.

R3-1 Monokrystal kiemiku
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R3-2 Postup vyroby tranzistoru
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Zaklad tranzistoru tvori desticka s vodivosti typu N. Na ni se oxidaci vytvorii
tenka vrstva SiO, (a), kterd ma vlastnosti izolantu. Pak se v oxidové vrstvé
vylepta okénko (b) a jako dalSi operace probiha tzv. dopovdni, ¢ili tfizena
difuze prfimésového prvku, kterym je bor. Tak se vytvori bdze tranzistoru
s vodivosti typu P (c). Povrch desticky se znovu zoxiduje, leptanim se vytvori
dalsi okénko a difuzi par fosforu se vytvofi emitor s vodivosti typu N (d).
Nasleduje nové oxidace a v oxidové vrstvé se vytvori okénka pro privody
k emitoru a bazi (e). Na desti¢ku se ve vakuu nanese vrstva hliniku (f), ktera se
zCasti odlepta. Vzniknou vodivé ostravky pro pripojeni pfivodnich vodicu (g).
Zakladni desticku tvori kolektor tranzistoru (h).

K pfesnému vytvareni okének pro difuzi pfimésovych prvkil se pouziva
technika fotolitografie. Jeji princip spociva v tom, Ze se na vrstvu SiO; na
povrchu kifemikové desticky nanese fotolak citlivy na ultrafialové zafeni. Na
vzniklou vrstvu se promitne maska vymezujici okénka pro difuzi. V osvétlenych
mistech se lak pfi dal$im chemickém zpracovani odstrani a leptanim se obnazi
povrch desticky pro nasledujici difuzi pfimési.

Novéjsi technologie, ktera se pouziva k vyrobé integrovanych obvodd, je
tzv. epitaxné plandrni technologie (obr. R3-3). Podstata epitaxe spociva v tom,
Ze se na zéakladni destiCce zvané substrdt necha pii vysoké teploté vyrust
vrstvi¢ka s opaénym typem vodivosti. Takto upravena desti¢ka se pak foto-
litograficky opatii obrazcem pro dopovani borem, ¢imz se vytvoii ostrivky
s vodivosti typu P.
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R3-3 K vykladu epitaxné plandrni technologie
NaznaCenym postupem se v kie- .
mikové desticce, tzv. waferu (z angl. \ J
wafer oplatek) o priméru az 300 mm
a tloustce 0,8 mm vytvori stovky stej-
nych integrovanych obvodi se sloZitou
strukturou (obr. R3-4). Po kontrolach
a testovani se jednotlivé obvody od-
déli jako tzv. Cipy, opatii se privody
a ochrannym pouzdrem. R3-4 Wafer




